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Nie ulega watpliwosci, ze dla szybszego postepu w opracowywaniu i wdrazaniu urzadzen
elektronicznych i optoelektronicznych na bazie potprzewodnikow azotkowych (azotek galu
(GaN) i pochodne), takich jak tranzystory wysokiej czgstotliwosci i mocy lub diody laserowe,
niezbedna jest technologa GaN-on-GaN. W tym celu potrzebne sa wysokiej jakosci
strukturalnej krysztaly GaN, przewodzace i1 nieprzewodzace. Z krysztalow otrzymuje si¢
podioza, na ktorych buduje si¢ odpowiednie struktury przyrzadow.

Jednym ze sposobow krystalizacji GaN, ktory daje najbardziej obiecujace wyniki, jest metoda
amonotermalna zasadowa. W metodzie tej material zrédtowy (GaN) rozpuszcza si¢ w
amoniaku w jednej z dwoch stref wysokocisnieniowego autoklawu. Rozpuszczony materiat jest
transportowany do drugiej strefy, gdzie jest przesycony i nastepuje wzrost krysztatéw GaN na
rodzimych zarodziach. Odpowiedni gradient temperatury mig¢dzy strefa rozpuszczania i
krystalizacji zapewnia konwekcyjny transport masy. Mineralizatory s3 dodawane do amoniaku
w celu zwigkszenia rozpuszczalnosci GaN. W ten sposoéb wzrost amonotermalny moze by¢
prowadzony w réznych Srodowiskach: zasadowym lub kwasnym. Rodzaj srodowiska jest
zdeterminowany przez wybor mineralizatoréw. We wzroécie amonotermalnym zasadowym
jako mineralizatory wykorzystywane sg metale alkaliczne lub ich amidki, natomiast we
wzro$cie amonotermalnym kwasnym obecne sg zwigzki halogenkow.

Do zasadowych mineralizatorow stosowanych w procesie wzrostu amonotermalnego nalezg
glownie amidki metali alkalicznych, takie jak amidek litu, sodu czy potasu. W literaturze mozna
znalez¢ nieliczne dane dotyczace eksperymentdw rozpuszczalnosci z mineralizatorem NaNHo.
Glownie badany jest inny mineralizator zasadowy, amidek potasu (KNH). Powodem tego jest
ogolnie przyjeta opinia o wyzszej rozpuszczalnosci KNH, w amoniaku w porownaniu z
NaNHo.

Powszechnie uwaza si¢, ze w przypadku stosowania NaNH> obserwuje si¢ normalny przebieg
rozpuszczalnos$ci (wzrasta ona wraz ze wzrostem temperatury). Dodatkowo, rozpuszczalnosé¢
GaN nie zalezy od stezenia mineralizatora. Amidek sodu bardzo stabo rozpuszcza sie w
nadkrytycznym amoniaku oraz nie przyczynia si¢ do rozpuszczania GaN. Z drugiej strony,
najlepsze pod wzgledem jakosci strukturalnej i najwigksze pod wzglgdem grubosci i rozmiaréw
lateralnych krysztaly hodowane s3 zasadowa metoda amonotermalng z NaNH2 jako
mineralizatorem 1 z odwrotnym przebiegiem rozpuszczalnosci (maleje ona wraz ze wzrostem
temperatury). Niewatpliwie, rozbiezno$¢ ta powinna by¢ wyjasniona.

Glownym celem projektu jest kompleksowe zbadanie rozpuszczalnosci GaN w
amonotermalnym roztworze zasadowym z NaNH: jako mineralizatorem. Planuje si¢
wyznaczenie rozpuszczalno$ci GaN w funkcji temperatury, ci$nienia, czasu rozpuszczania,
stezenia mineralizatora oraz stanu i jakos$ci powierzchni materialu wsadowego, krysztatow
GaN. Rozpuszczalno$¢ bedzie badana dla amonotermalnego uktadu zasadowego
NaNH2-GaN-NHsz w zakresie temperatur 300-550 °C. W pierwszej kolejnosci badana bgdzie
kinetyka procesu rozpuszczania oraz wyznaczony zostanie czas, w ktorym osiggany jest stan
réwnowagi. Nastepnie przeanalizowana zostanie rozpuszczalno$¢ GaN w funkcji temperatury.
Zbadany zostanie rowniez wplyw ci$nienia amoniaku na rozpuszczalnos¢ GaN. Na koniec,
zbadany 1 okres$lony zostanie wplyw steZenia mineralizatora na proces rozpuszczania dla
wybranych warto$ci temperatury 1 ci$nienia amoniaku.

Realizacja tego projektu pozwoli na poszerzenie podstawowej wiedzy na temat uktadu
NaNH>-GaN-NHs. Lepsze zrozumienie procesu amonotermalnej krystalizacji GaN w
srodowisku zasadowym umozliwi jeszcze szybszy rozwdj tej technologii.



